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【背景】我々は p型層に CuIを用いた CuI/a-

IGZOヘテロ接合が透明ダイオード並びに自

己駆動型 UVセンサとして有望であることを報

告してきた[1,2]。CuI と同じ結晶構造を持つ

CuBr と CuCl もワイドギャップ p型半導体であ

る。したがって、これらを用いても CuI と同様に

p-nダイオードとして働くことが期待できる。本

研究では、銅ハライドを用いた透明 p-nダイオ

ードの形成とその性能を調査することを目的と

した。 

【実験】p型銅ハライド/a-IGZO/ITO/glassの積

層構造を作製した。ITO と a-IGZOはスパッタ

法にて堆積した。CuBr, CuI, CuI0.5Br0.5 を銅ハ

ライド層として選択し、これらは真空蒸着法に

て成膜した。これらのダイオード特性を評価す

るため I-V測定を行った。 

【結果】図 1 に示す通り、いずれの p 型層を用

いても明瞭な整流性が得られた。逆バイアス

側の電流値は極めて低く、計測電源の測定下

限(10-10A)以下であった。 

p 型層に CuI と CuBr を用いたデバイスでは、

逆方向飽和電流(I0)は≈ 10-12A と低く、理想係

数(n)はともに< 2.0 であった。そのため、>108

の高い整流比(±1.5V)が得られた(表 1)。一方、

CuI0.5Br0.5固溶体を用いたものでは I0と n がと

もに大きくなった結果、固溶体エンドメンバー

を使用したデバイスに比して整流比は低下し

た。しかし、その整流比は≈ 106 であり、良好な

接合特性を保っている。以上から、CuBr と

CuI0.5Br0.5はともに CuIに比肩する優れた透明

p型半導体であることが示唆された。 

現在、組成傾斜させた CuI1-xBrxをｐ型層とした 

p-n 接合の形成を検討中している。これについ

ては当日報告する。 
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表 1 p型銅ハライドを用いたデバイスのダイオード特性 

p型層 逆方向飽和電流 I
0
（A） 理想係数(ｎ) 整流比(±1.5V)* 

CuBr 3×10
-12

 1.8 2×10
9
 

CuI 9×10
-11

 1.9 2×10
8
 

CuI0.5Br0.5 2×10
-10

 2.3 8×10
5
 

*V= -1.5Vにおける電流は I
0
に等しいと仮定して算出した 

 

図 1  p型銅ハライドを用いたデバイスの I-V特性 
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